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Hodirotezerstiiuben 



Das Hodiroteicrstauben (Sputtern) ouf der Basis vqn Plos- 
piatran-Sputterqifcllen hot sidi Innarholb weniger Jahro 
xum dominlerendcn VakuumbKdilChtungiverfahrcn In dflr 
Mikroeklsironik. Hybrid mite roelektranik und Eteklfonik ent- 
wldcetL In dro*en Industrieiweigen kommt defn ProzfcB- 
sdiritt BewhfcMcn besondare Bedeutung xu» da Eigan- 
sdiaflcn und Ouolilat der oufgesluubten Stihiditen in 
hohem MaD die Funktion und Ausbeute mifcroelektrPni&dier 
und ele^ranischtr Bpgelemcntc bestimmcn. Die wuthserv 
den Anfcrdcrungen an mikfaetelctranlscfie und elektranlsdie 
Boudemente hlnsrchtlUh solcher Parameter wle Srrufetur. 
breite, Kantenbedfrckung. gering* r Kon rent ration heweg- 
lichcr ladungstrdger* Materia leuswahl, StBdiiomctrie, 
t Strombelastbarkfeit und rCcntg^eiganMhaften ^rjmuliefen 



den Einsot* d« HooSratfiierstSubert jnslwsondcffl In der 
Mlkraetcktronlk und Elektronik. 

Danjber Hinous re idle a diG Anwendungen d«» Ho ch rate- 
lerstaubers von. dcr Merslellung reflexion jmirtdernder, 
wqrma si rciMenrefiektic render und Spiegclxttditen in der 
optUchen und Glasindurtrie, der Her?tellimg v&rsch(ei6« 
mindemder Sdiiditen in der Wcrkzeug Industrie, der Her- 
stellung dekorativtr Scfiicfilen our FoKen. Ptort- und Me- 
tollteilen fail *ur Herstellung von Funfctiansschiehten fur 
DispIaY*£lemente eirttthWeBIIch moderner MotriX-Dlsplays, 
Spelchem fur die RedieMedinik, Audio- und Videospel- 
dierpIaU&n. Sola rrc lien und Sotarabsarbern. Erne Dber- 
slcht Ober Anw&ndung&n dot HotfinateiefJlSubens ist In 
Tub, T gegeben. 



1NDU57RIEZWEIG 



ElEKTRON1£ 



MlJCROELEKTKONItf 



HYBRID* 

MlKROELEKTRONlK 



SOLARINOUSTRIE 
GLASlNDUSTKlE 

OPTI5CHE INDUSTRIE 
WERKZEUGlNDUSTRlE 

FAHRZEUGlNDUSTRie 

VERPACKUIMGS- 
INDUSTRIE 



SCHICHTFUNICTION 


SCHlCnTMATERIAL 


CD7CI irMICREIHHinC 


Hnftedifcht 


NiCr, & 


Kendenatofi Cbip^/icJentand 


Wldmsieifld 


CrNL TajN. TaAl, Pt, CSlAt 


KolUelter, Voritt^r, Reienatar 


Lector und tiantaktc 


Cw» FeNL CuNT, Al 


Dannxdiichttfiennametar 


Schubsehidit 


SIC^TflaOatAI^ 


StreifcnJ titer 


Reflexion 


Al*C 


Audio- und Vidcoplolten 


mogn^ljcher Sp etcher 


Co, Cr, CoCr 


5peIcherpfolten r -hdrrier 


dliFX". rerfcstlgte ScMerrt 


CuTtFe 


ThermOdrudiknDpf 


Leiler vt»d fontafete 


Al.AlSl, AJ5ICu 


vriipclare Und Wpotare IC 


Sdtotrty-lConukte 


Pr.Mo.wrf 


Lei stung % cdSattic reiso 


Slmultpnkontokto 


CrNl, Qi 


Trftrtjklaren 


Rv<L»ilenmc^IHii«riiflg 


Al-Ni'.Au, Al-Ni 


S i Hxj urn- Glerch richlc r 


transparent* Kontokle 




Display-Bouclornent* 


Widerilande 


Cr5l. CrSlW, Cr 


WideiElffrid£nelz*erko 


Wider stande 


NJCr,CrSi 


Hybritf-SdtaltkrctK mlt 


LeUer und Kontalcte 


AJ. FeNi 


tot- und bondffihigen 


VcriiegelungMChlchten 


CriOj, Ar t Oj 


IfonlaVten, O/A-Wondlef 


dielelctritdifr Sehiehton 


SiOj, TrOn. ta^Oj 




Absorption, FunktiOASichiaSt 


TlQa-Ag-TiQj, Cd^n0 4 


SolarabKWbe/. SolarzcMen 


Reflector* 


AJ,AI-Ti.CuSn 


Spiegel 


icteklivft In frorolr* flexion 


TiOrCu.TlO^ 


Ardtllekti^glas, warme- 






strahlcAreflektiarcndo Folie 


Rtflextoniminderting 




opllsdie Olacer, 


VflrsditciSidiuti 


WC t TiN.AIjOiToC 


WerkicUrje* Bohrer 




Ag, MojS, C 


Lager 


Warmoraflexion 


TiN 


Autaklppdadl 


Delta rat) on 


Al. Cf. Cr-L« 9 ., Cu^Leg., TIN 


Plast- und MclalUcile 
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Anfordenmgen on 
Hochrateierstaubungsonlagen 



Hochrate-ZerstiiubungS'System HZS-04 



Ola quolitotiv hcchslen AnfordBrungen or, Vflkuuirt- 
besAlthturvgsverfabren y-erdtn In der MikroolektrOOlk und 
Elektronilt gestcllt 

Sdifchto ous rclnan MetoHen, hoAschmdienden Melallcn, 
qus MctoUeglerungen, portieU oxydicrte Sdifchten 
Oaidsdiiditen. Silldds^iditen sowle in rurtchmcnderii 
Ma& MehrsAithtsysteme sind auf die unterwhifidl listen 
Substrate aufevbringen. 

Es ifnd sowohl integflerta Sdiallfcreise mit steigendtm 
Intcgratlonsgrad und damlt Weinar werdender Struktur- 
braitc gl* Ouch cinder* HalbleitCfbaualemenle bis hm IU 
LalrtungsgleichWaStern mit hoher Ausbeut* und genngen 
Kosten w beschidlten. 

D!q VaLuumbeS^idilurg Hoi konlgrmnationwrm, d. h. 
unter hohen Anfordcrungan on die Reslgwbedlngungen 
in der B«oSiditungikcimmer zu erfolgen, Oi« ^ffolbflcn 
BcKhidilungsoufgdberi erfordcm sine groQe Fknbriilat 
hinsidittJch der Verfobrarrfparta meter be! gleldizeitig honer 
Reprodgtiorbarkait. die Einbeziehung weltercr ProreB* 
sdiritte, x.B, Vo/behundlungsverfohr«ii, und slnen holien 
Autowtiiierungsgrad der Anlogan, 

Fiir den EinsatX von Vakuumbewhidrtungsaftlogen in der 
Elcktrdnik und Ortderen InduSlfieiwCigen hobert Fardc- 
rungen hinslehtlidi der Produktrntot der Anlogen und nied- 
rlger Koslen J<? Einheit besdiidlteter fldehe «ellwelsa den 
Vorrang vor bstimmt&n SpKzenparameiarn der SoVthten- 
Die zu be«*ii*tendcn Substrate far untersdiicJHcfco Bau- 
olemente untersdidden ildi stork in Farm und Abm«- 
surtgen r TcilweiM mQ*sen strukturlcrte SaSiditon mit be^ 
gremien Anforderungen of* die SfcrukiurgenOUigkttil :1m 
VakuurnproiaU obecsaModen werden, um noditragliche 
. kostenoufwcodlga Strukturierungsvcrfahren Xu vermeld«n. 
HguCg ist das AufbrTngen von SaNichtsyStCmen mil HaFt- 
sdiiditen oder speziclfen Legiwungen erfordorlidi. urn 
ausr^aiende Hcftfestigkei* ouf bastimmten Substrolen 
drreldicn. Die Beschlchtung tempera turempFmdlkher Sub- 
strata verlangt angepaBte varfahrenstechnlsefce Lfisungan. 



DieVielxahl der Anfordoningen an Hoduotejcrstfubungs- 
anlagen laBt sidl in ihrer Gcsomtheit fur die untartthied- 
lirfiert EinwUgebiete nltfU in einer Anlagc okonoimssh 
erfQllcn, Die Anlogen des Ho^rate-Zerstaubungs-Sy stems 
HZS slnd desMb duraS eincn modularcn Avfbou gekenn- 
zeidinet. der es e/laubt, ongEpoOt© o*>lo9eniechnisdie 
Losungen Fur versdiied^ne einsotzgebiete iu rCQlWaren. 
Auf dlese WelSQ war«n die bek<innten Anlagcn H2S-OZ u, HZS- 
03 ent5bqnden. Ali Neuhelt In ZMWrtdienarbeit rail dam For- 
schungsinttitot Manfred von Ardeono eniwidtelt umfaBt dgs 
Hodirota-Zorstoubungasystem HZS-CWhochproduktTve OurgH- 
loahputtcronlaeen. Houpttenn^eichftn der AnlogCn HZS-04 
rind die ducila Pbsmotron-Anordnuog und die Anordrnjng 
von bis zu 4 Plosmotronquallen in der Houptbaschithtungs- 
kommer. Die duals Anardnung der Plo*moVon-5putter- 
quollen ermoglid>t die ZwelseHonbaKhfehtung mit bohor 
Produktivitfit gufgnmd ktirzester Transportwege d*r Sub- 
slroUfdgar (Polatlen). Die Anordnung von iwei Pbsma- 
tron-QucIIco arhlogncht die Absdiaidong von Zwaisdiidrt- 
systemBrt, Untaf duolCf Anordnung Vor> Plaamotron-Sputter- 
qgellen wlrd eine Anordnung d&f QueUtn mit einander 
lugewandtert Tafget6bernad>CT» auf gegenubediegenden 
Politic nen der Besdiichtungskommer verstooden. 

EinsatzmagltchkpiE&n und Modifibiionen 

Die Durdilauf5pUtteran!ogen HZS^W ^"d tforrangig ge- 
©ignet far 

- hochproduklive Zweiseltenbcsdiidityng 

# Zwoifeitenbe^chichtung *on Bauelemanten 

• • Einseltenb<wdiithtung von gegeneinonder angc- 
o'rdneten Substraten (Vardopplung der ProduktivEifit) 

- Aufltauben von ZvfeisaSichtSYSteme* 
•> Zwai&eitenbcschioStung 

# EtnseitenbescriiaHtung. 

Die for dlesc Anwondongsfallc chore kteristfrehe Anfagen- 
konBgurotion ist da* HooWe-Zertt6ubungs-System 
mit inagesomt 4 FlaJmotronqtieHen in der Bo- 
sch laS hi n g s ka m m e r. 

Weltero ESnsatimoglidikeiten ouf der Basis des Systems 
HZSK-04 ergeben sldi duroS 

- EinschrSnkart dei" Kon Figuration. z.B, 

• Zvvci^aitenbesdSichtvng trtit einof Schicht 
Q> Einseilpnbosc+ilchtung mit xwef Sdlichtfin 

• Bnieitenbeschlditung mit clner Schtdii. 

Bel den angefohrten Einsatzmagndikeiten der Ein- 
scltcnbeschlditung kann die Uoscfii^lung wahlwoUe 
von oben (etnfad>o Substrathglterungen) ad«r von 
onten ' (efhShto SoubwkeiO ™& ci"«r odcr iwei 
Schtdhren crfolgen. Dis ElnsAronkung der Kan- 
BgurottDn besteht dabai ledigllch in der Verringe- 
rung der Anzohl dor in der Antoge elngcictzten 
blWv genutzten Plajmotron-SpuUGrtsyellert. 

- Erweitervng der KonRguration durdh zuiatiUche Bou- 
gruppen und Modlfizierungen. 



PAGE S3C * RCVD AT 1 lffl20M 12:]»:33 PM |Eilslen) Standarl Time] ' SVR:USPTOfFXRF«24 * ONI5:2731 Mt ' CSID : * DURATION ^m-ss)«!-26 



NOV-02-04 11 :41PM FROM- 



T-573 P. 006/036 F- 



Hodirate-Zerstaubungs-System 
fiir Kondensatoren HZSK-04 



VerwendmigszweA 

Dl* Anlogc HZSJ^W bt aloe hwftproduktivc Vatuum- 
bcschichtung son lags zur Zweiseitenbesdiichtung nut Zwei- 
schichUystemen durch Hotfirotewritauben mit dem Ptas- 
matron, Die duals Angrdngng von insgcsanU 2 mo I 2 
PlasFnatrcin-Sputlert|ueJI«n orloubt os, Substrata beidseitig' 
nit etnem Zwelsdiichtsystem in cmeai Vokuumdurthloul 
in bescftchten. 

In der ongefuhrten Configuration 1st sin HauptciftSOtz- 
geblet der Anlage HZSK-04 die Metal lisierung von Kon* 
d^nsatcrkeramik mit Ginero ed»|matoWreten ZwclstftlAt- 
systom. Durdi Bns<hronkung btw. EfweFtaning der Kon- 
figuration sind die Anlagen audi far dte oben onge- 
fuhrten BGrschiehtunginufgabon elnzmetzen. 



Beispietf* hicrfuf *ind im FonschungilnsUtut Manfred 
von Afdennc, (Or dsn ProdufctTonselnsatz auf HZS-Q4- 
Anlagen rtolisierte Zerstfiubungiverfahren mit zujat*. 
lichen Pnxeflonfonteningen W ' B die reofctive Be$chidi- 
tung vcvn Indlum-Zlnn-Onid (ITO) fur die Heritellung 
von LCD-Anieige-Ekmenien, die reakrive Berdifehtung 
von Titannitrid cuf Gla* und die parti ell reaktive Be- 
tthkhlung von Dunnsditant-Chipwiderstpnden mit hohen 
AnForderungen gn die SdifchtdidecngleirfimBBlgfeeit. Paro- 
fneterreproduzlerbarkeit und PradufctlvlCat 

Aufbau 

Der Aufbau d<5r Art Tag e HZ5K-P4 mit VokuumiyStem, Po- 
lijitentransportSYStem und MeBsttllen ist $*hefaotlsch in 
Bild 1 dargesteltt, 



MW i 

ESU 

VKA1 

VJCA 2 

A5L1 
AOS 1 



ElAgabaclaHefl t 
ID P&ioTtenrohmen 

,.1 SchlaurtiMonlll I . , 
Vakutamtarftmer 1 

Auigobaufil+iilB 



PA 1 ... 5 PotatfeMfliiSab 1 ... 5 

PPS I J 1 PTQMJ)lrtl<i*-Sp"«Onil»UBn 

PPS2[4 KB»inatTon<-Spu)tfliquBllan 
far xwrite S*ldit 



DV 

DRV 

GV 

pv 

oev 

5V 



OoHiInladi'sntlt 

B«tiirtiinD>ramT> 



VP 
Of 
A 



frehtdileb*'- VVM 
Vaku u mpippfw 
Old^iM^Binpunipa HVM 
OJifempfcf*rra 
TkfkOtilFsMa 



IVM 



V5 



la nlia 1 1w^Vakaum- 



W4 zi 4: 5 V#Aakuum- 

pumpsvUorfl 3l <; 3 

HvS l; 7 H&thvnkiium- 

pumpFyitofn 1:2 



EGS1 
MW1 



|KV2| 



VKAZ IzSlI VKA» |KV>I A Sll tA0C |^} | 





WVS 2. 



I wss 



fttldl 



PAGE 6/36 * RCVD AT 1 1/2/2004 12:39:33 PM [Eastern Standard Time] * SVR:USPTO-EFXRF<W24 * DNIS:2731348 * CSID: * DURATION (mm-ss):09-26 



NOV-02-04 11:42PM FROM- 



T-573 P. 007/036 F- 



Eingobescbleuse ESL1 

- Flochrczlpient ous Edelstohl mit minimolem Volumen 

- kurze Evokulcrungs- und BelGTtunsMeiten 

- elGllromognallsthei B^Ghungsvenlil mit Staubfflter 

- pneumalis* betfticptc Eingobakloppe 

- Temp er iBrun 9 von De*«\ und Boden du«fi *W 

- Kommerdedcel klppbor narfi oberu Kommerboden nb- 
senkbor 

- AnsdiluBflpMeh NW63 fur das Vcn/afeuumpum partem 
WS 4 



VorvoVuampumpsystem WS 4,5 

_ Dreh3*teber-Vokiiumpumpc mit Saugj*"n5gen 

- Walilsotbonpumpe mit Sougvermfigen 600 mV 

- L6rmsdiutihcubu 

- Edehtohlpumpleitung NWA3 

- Vorblndung nut Anlage dufdi alefctromogncllsdics 

Sdileiaenmffle KIM, KV2. KV,3 

- pneumollsdi betfliigte Hochvakgumvenlile 

- rtchtedcige Vcntflorfnung «»X 100 rtlffl* 



VnkuumLaTnrrwsrf VKA t 



<y~: 



/ ~>'7 ' '•ils&f&fl&BM ijK'fi^iS.ES ~ ' 



M6E7»"l»T1«1!:li:33™|WinS« 



1 
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Vokuumkaromer VKA 1 (Biid«> 

- Flachreiipient aus EdcUtahl mit geringer mnerer Ofetr- 
fladic iur Steherung sines slobilen nledrigcn ReSlgos- 
ntvcoui 

- KonimAnJo^el und «boden woitergekGhlt 

- Kammerdedcel kippbor nach oben, Kommorbod^n mit 
Vorrlc^tung ohsonkbcr 

- Flansdi NW250 ium AnsAluB d« Hochvakuumpurr- 
pensystems HV5 1 



HodwflkuumpiimjKy$tenie MVS I and HVS 2 

- icfcntiatfier Auflwu der HodiirofcuuriipUrnpsy*teme HVS 1 
undHVS2 

- Dldiffuiiortspumpe mit Saugvcrmogert 3 000 l/s' 1 

- wassergekuMtc Oldampfsporre zur Reduzierung der 
Diffusion von Trelbmltteldairtpfen in die Vokuumfcarrt- 
mem 

- Hodivakutimmefigeriit 

- Tieflcphlfcilla for HGssigsUdcstoff rur Redutlerung dei 
Re^asdfucfccs in den Vokuumkflrtiirt*rn 

- Sauglcistungjsdrouel zur Einstellung des ium Sputtern 
erfonJerlidhen Arbetedrvdtes 

(Saugvermogan der TiefkGMFalle wird nJdit gcdrosell) 

- Verbtndung mit Vakuumkommcr durch pneumotisdi be* 
tftigtes DurdigangS^cntU 

- gemeinsamer AnschluB d&r HodivokuumpMnipiystenis 
HVS \ Urtd HVS 2 on das Vo«oItuumpompsystem WS2 



Bik)9 

Yvktvifclamniar VXA 2 
fosOffnet, ntll 2 Nan*gticrv 
SpvilUjrquallnn 
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Vorvakuurapurapsysteni WS2 

_ 0rehid*lebcr-VakuumpvJiPP6 rolt SaugvermSgen 
150 m'/h-' 

- SicJlfrfheUiventil 

- Lafffischutzhaube 

- Edelstahlpumpleitong NW63 

- Verbindung mil HoAvokuumpumpsyrtemcn durch hond- 
betatigle Edcventile (Service) 

VokuumkammerVKA2 aid 3 

- BKChichtungskQiniTiQf mit ganger Inperer OberHfidie 
ohne AnsAluBSlansdi fur HoAvokuumpumpsystem 

- duale Anordnuns von ]e iwel PlasmDtfon-SpMCtg^uoi- 
len PPS-25R auf Komtnerdeckel KommerbOden er- 
moglitht _ , 
» hohen Ausnuteungsgrod der icrstaubten Target- 

raota rials 

# fcurec Takuelten 

# hohe Produktfvitat 

J cinfadier Tarael^tJiscI im Semceraum dufdt Montage 
von Kommcrdedcel und -bodan mit dsn Plosmolron, 
Sputlcrqiiallcn ouf Plasmatronwagen 

^ Kammerdedtel in Hubwagcn mm Torgetwechsal urn 
1 80 Crarf sdjwankbar (B|ld 4} 

- outometkdie Trennung der Eleklroanidiliisse der Pla*- 
motrgn-SputU>rquellen b<rim Heben d« Kammordedcali 
biw, Absenkcn des Kymmerbodens 

- Wer Wo«*rkreislaufe *ur KDhlung vgn Targets, Ptasma- 
fidikmen. Kammerdocfcel und Kommerboden 

- pleiokewmiwhes GflMlnlaBventil for Arbeitsgos an der 
Kgmmerrddwcnd 

_ | eIc ht wedi*elbare Absdiirmbleche xoi* Schutz der Be- 
sdiichtungskommer und des pa lettentranaportsys terns 
gegen Streudompf 

VokuamkimiRier VKA 3 

- Aufbau und tedinlsdie Ausstattung win Vokuumkommer 
VKA 1 

- FlonKh NW250 turn AnsdlluB des Hodwakuumpump- 
systems HVS 2 

Dfuckregelsystem DRS 

_ BA.McfirBhra on Vokuumkammer VKA 1 
~* HP-MeBr5hro «n Vakuumfeanmer VKA 3 

- pleiokerpmiMhei <3asElnlo&v«nltt on Vakuumkommer 
VKA 2 ^ 

- IOfti*otion*vqkuUmmeBInstrumfint (nit aUtomatiStfier MeB- 
bareidisumscnaftung und dtgllafer Anzeige 

- gteklranifidier Regies dor in Abhanglgkelt von Istwert 
und gawfiMtem SoKwert d« Arbeitsgasdrudces dfls 
GoseinlaBventi! itellt 

- Messung des Stand nidifti mit HP- und BA-MeBrehre 

AasgabKchteuse ASl 1 

- Auffaau und terfinisdie Ausstottuag wie EJngabeschleujB 
ES11 

- zujtitxlidies GoselnloBventil ofmSglldit Ftuten mit Inert- 
ga* mm besdileuniglen AbkGhten dor Substrate 

- Ansdiluftflansdi NW63 far das Vorvoku am pump system 
WS5 



Slid 4 

Phil matr w*way« » 
tDi**l mil 7 PMra*iolfoiv 
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PalenenweduebystMi 

- Ein^obwtal'On ECS 1 

- Ausgobestotlort AGS % 

- 3 Mcgaiinwogen tur Aufnohmo von Je 10 Polettcn- 
rahmBrt . . 

- automaUsdie Bnflobe dor Polettenrohmen ou? M*gn- 
ilnwogen der Eingobestation in Eingobeschieuse 

- outomobMhe Ausgabe der Palettenfohmen ou> Aus- 
gobesdileuse in Magoiinwagcn der Ausgabcstutfon 

- ununtertirachendr AnlagenbMrieb durch driHcn Maflo- 
tfnwogen. der im Wechael be- und entstfekt wird 



Polettentrtmsporbysiem 

^ molorisdi getriebene Palettenqntriebe PA 1 und PAS 
der SAieusen und PA 2, PA 3. PA A der Vakuu*- 
lea m me r ft 

- Scnsoren zur Lagebeslfmmung der Polettertwhmen in 
der Anlage 

™ Uneoftransport der Pntettenrahmen Ern Vbr- und Rude 

- Besdifchtung im EinfacHdurdilauf (single pass) Oder 
Mchrfochdurdilauf (multiple pa$s) fnogtt* 

- Transpgrtgesdiwindigkeit 100 mm $-* 

- Arttrkib der Paleltenrohmqn durtfi EdelstahUReibrader. 
din auBerhalb der Vofcuumkammer starr gekoppelt sind 

- Reduxieaing def Lodrate alJcf Orchdurdifuhrvngftn 
durdi Ausfuhruog mit iweJ Wetlendfehtringen, xwisdien 
denen Vorvokoum gepumpt wlrd 
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Plosmatroa-SputterqueUe PPS-25 R (Biws) 



- Matfmalleistung 25kW. . , _ m . 
moximol anwendbare Leiitung cbhbngig von Target 
mnlcridl und Targetdidtc 

- Torgctnhmessungen 610 * 160 * l6<nm* (Standard} 
g cringe re Targetdidce' mtigllch 

_ indirefcteTorgetkuhlung durch KupferkJjhlkorp&r 
fGrklatne LeiitungididHen 

- direkta TarQfilkuhlung ^ groSerc UiiiungsditfUen 

- wossorsekuhltar Pioimowhirtn otrl MnsSCpotenUql 
wtrkl ols Anode der Gosentlodung > 

- Erhtthung der SdifchtfidterifjIeiAmaBigkeit durdi ge- 
eigneto AuibildunCp de$ ober&n Teils des Ploimosdilrrns 
of* Aperturblenda (Blld <S) 

- — — — 1 

Slid i 
I>PS-25R 




BlentfenkorreUur. bewegl 



1 mil 

2 ohne , 

3 itallonar. quer Mr Bewegufi^Sfiditung 



BUd7 




to 



Verfahren 

Die Ertfluterung elnes VerfahrCns zur Zweheilenbesch idl- 
ing mit fiinem Zweischlcht*Ystem cuf der Antage HZSK-04 
erfolgt Qfn Beispral der Meballisferung von Kondenwtor- 
beramik mit dero edelmetoltfreien Schiditeystem NiOCu. 

- Eingabe des Paletienrahroen* mit beuGcfctem Poletterv 
eirtsatr aus dem Magozinwagen du«fc die Eingobe- 
stalton EGS 1 in die Emgabesdileuse ESL 1 

- SdSlieBen der EingabekJoppe EGK und Evakiiiercn mil 
dem Vomjkvumputnpsyslem WS 4 

- Obcrfyhren des Palettenrohmens in die VakutimkommBr 
VKA1 e j 
COi© EingobBMhfeusB stent nach dem BelOften tOr die 

£Engobc des nBchsten PatettGrtfohmcns berftit) 

- Evakuieren der Vafcjumkammer VlCA 1 durdi da* Hocft- 
vakuompurnpjystem HVS 1 

- tJffnen des SAleusenrarttiU KV2 

- Drosseln der HochMokuumpumpsystcme HVS 1 und 2 
durdi die SauglaUtungsdro&s&ln DRV 

- Einsteller* des ArbeiUqasdrudees in den Vakuumkammern 
VKA 1,..^ m<t dem Drudcsyitem 

- Einschatlen der duel ongeofdnetwl Plafimotrort-Sputtftr- 
quellcn PPS 1 und PPS 3 f Of dos Aufrlriufeen der ersten 
Sthicht 

- Palcttentronsport iin Eiflfoch*- oder McMadldurdilauf 
zum iweiaeitigfln Aufstflub^n der ersten Schist (NiCr) 

- AuswJmlten der Plasmgtran-Spurterquellen und des 
Polettenlrgnspdrt* 

- 5dilic6«r> des Sdileusenvenlils KV 3 

(Die Vakuumkammer VlCA 1 stcbt nadi elnam Hoch- 
vokuumpcxmpzYklu* zur □b*rti<ihmo des nachsten Pa- 
lettortrohmenS berait) 
« EinsAalten der duol cngeordneteri Plesmatron-Sputter- 
quellen PPS 2 und PPS 4 fur da* Aufctfiuben der iwet- 
ten Schtcht 

- PaletLcntrcinsport Irxt Mohrfadidurdilauf zum twefsettT- 
gen Auf*tauben der tweiten Sdiicht (Co oder C«Ni) 

- Aussdiolten der Ptesmetron-Sputterqucllen und de* Po- 
lettenlronsportes 

- Schlic0cn des Gas^irtldSvontilA 

- Obcrfohren des Paletlanrahmens in Au^obeschleuse 
ASL1 (Dlo Vcikuumkammerr* VKA 2 und VKA 3 slnd noch 
elnem Hocrivakuumpumpiyklus xum Besdikhten der 
ndctaton Pqlett* bereit) 

- Flyten "der Au*gab«ch!eOse ASL 1 mit Setoff auf 
einen Zwischendrudc zum beschleunlgten Abkfihlen der 
Substrate 

- Belufton der Au^gnbeschleuse ASL 1 

- Ausgcbe des Palcttenrahmens 'n don Mogozinwogen 
der AusgabcstotiOn AGS 

- SdiMten der Ausgabeklappe AC5K und Evokuieren mit 
dem Vorv^kuumpumpsyfitem WS 5 

- BotcitidiaFt der Ausgobeiiiifeuse ASL 1 wr Qb^mahmc 
del nddisten Palottenrohmens. 
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Ooi angegcbene Verfohrcn flrfolgt, wle aus dem ToJrt- 
schema (Bild 7) cfslchlli dk ist, xeitli* veraahnfc fur mehrero 
Palcttcnrohmcfi. Die anlogenbodlngte Taktzeit erglbt sfeh 
aus dcr grSBtert Summe der Teilzeiten einzefoer Funktfons- 
elemcnte innerholb drier Anlagensektion. dfo fUr den 
DurchlouF eirt« Paletlenrahmew bis iur Wiederherttellung 
doc Ausgangsiuatondes arforderlMi siftd. Innerhalb der 
anlogentodingten Taktxeit t»t es in vtelen Fallen magtidn 
eirtfache Besdilditung*t«dinotoglen fur Kobe Produktm- 
taten w BnMdceln. 



Be'i erhohien Anfordemngcn art die BeschicttUmgspora- 
' meter wird die taktzeit durdi eincclng Verfohrenssdirittc 
be*limmt, die speiiellen le*nologlschcrt Erfordemlssen 
Rechnung tragfcn. Oleic Takteelt iiber^dirsitet dio anlagen* 
bedtngte Tokbeit und wifd alt lechnologfsdi bed Ingle 
Taktzeit bezeidHfleL 



OOracnmpular AH30 





: _ • ' j 
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Stecerung und Bedienung 

Die Sleuerung dar Anloge erfolgt durch einen Anfafltn- 
rechnrt K 1520, dcr* ol* BfldienUmninol eih Bur«omputer 
A 5120 ongesdilossen ist (Bild 8). 

Die .nta*eidond«ft ProieBgrSOen Le^lung der e»i- 

vgkgumfccminem und Dm* des Arballsgases .n der Be- 
trfrldrtungskammer. wden dur* den Anlagenredinsr 
vorgegeben und uborwadit, 

Durdi den Elnwiz de* Burocomputcrs A 51 20 iur Anlaflen- 
bodlenurg argeten skft efne Reihe vph Vorteilen fur den 

- hohe vr<srfghfen5fle»Ibiinat dtirch Einsatz vpo Minifobon- 
jpfridiern fGr Anwenderpregromrfie 

- unterschledfidie Anwenderprogramme dun* elnfadie 
Dedienopqrtilioncn oufrufbar 



- direkle Bngcibemoglichkeit fOr die wlditigsten Bewhkh- 
tung spare meter 

- dialogoflentierte Bedlenung der Anbge mittels Tastatur 
und Bilds^hirm dct Bedientenni rials (Burocompuler 
A 5120) 

- MSfllldilBit def wftwOregeituUten Betatigung eines 
□dcr mehrcrer Anlogenstellgliedef 

- problem oricntierto Anlugenbcdienung fur 
Produktionibetriftb 

V*ffahrcri Jentwiddung 
Service. 

In der Belriebiart .HandilBUorung* beMeht die M*g»di- 
fctit de* dlrekten Zugriffc auf die Hcrdww dsr wfthtigsten 
AnlMenHel^ieder. Bne daFur vongetehene Taslotur be- 
firidet Stdi neben dem SchaubiU SB 1 (Blld 9). das die 
wichtigsten Anlog^mustande signoliHcrt 
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Sdiaubild 58 Z (GiW \0) ouf dero D*d(el der Vokuumltom- 
mer VKA 3 enthSU Anxelgen und Budicnelemente des 
Deudcsystems sowie die Anieigen von Spannung, Strom 
und Lcistung der Plasmatron-Sputterqucllen. 
Zwei PIcjimotrDn-SUomversorgungen PSV 25 (Sdironk 4. uad 
5) fur cine MaxIrnaUelstung von 25 kW sind den Plasrpo- 
tron-SputlerquaUen irt Dedccl und Baden der BewhicV 
tungskommer lugeord^et (Bitd 1 J). 



Kenmeichcn der Plasmatron^tromveMOrgvna, PSV2S: 

# UiltungSregelung 

# umschaltbare Spannungsbflreidie 
#- KuasdiluOfestigkert 

# elektronisdie BogenFortwhaJtung 

# Ansdilufimoglidikeit fuf maximal drei PlasmatrOrt- 
$pultcrqueltan 

# Einsputteraulofftotilc 

# £n«rglerahter 

# Interface TGr extern e Steuerting durch Anlogenr«<hncr 

# digitals Sollwertvorgabe fur Leisiung der PlasmOtran- 
Sputterquellcrfi 

# Handbedienfeld fur ofle Funktionen der 5t«»m*er5orgung 
+ Digital a nzelge von 

Spartrtung. Strom, Lcistung der Plaimatron* 
StroTfiversorgupg 

Spanning. Strom der Zusatz-Stromwrsorgung 
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Stauersdirank 1 enthoU ObersiditliA angeordnCt Vofcaun,- 
meBgeriite und -S^oltcirthoiten. deft Anlogenrwhner und 
die Anlogensteuerung <8ild 12). 

Im 5ehoils*ront3 unter der Vokuuitikommer VKA3 iind 
die NetUeile IOr die FluSiigstfdcstoffnochfulklnri^tungcn, 
UTstung^Aolteinheiten und die Sleuerung de 5 Poletton- 
wechveliystemi untcrgebnoAt. 

Der fcompakt aulgeboute UM* gut lygongll^ PnttimotiV- 
s tGu«ungsmt>dtt1 enthBlt die DfU*luftoufccrrilung«lnliW 
und eleMropneu/notiwhe Sieuerelnheiten. 



Die senfl^gcPKht ousgefuhrtc Kuhfenlcg* «nft Anschlu^cn 
fur Kqlt-undWarmwasser umfoBt zwei IWrnosiaten U 1W 
zurTemperiwung der Eln- and AuigabeschW. ouf e.nflm 
Gcstell ong^rdnete HandahspemrentiW, Duf<HoufmCn- 
genffewer iur Sidilkontrolle und rur maovellco Ein«e - 
lung minimolef DvnWIuBrnengen in den cinwlnen Kuhl- 
wasserkrciien iowie W«ser«ramungiwachler. 




BUd II 
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Technische Daten 

Flo^enbedorl 9,0 *«m* 

{Gesamtantflge. Vorvakuumpump- 

Abmessungen 
Anloge mit PoltttenwechselsyUem 
Lange 

Stromv^rsorg iings- und 
S^iallsdiranka 
Schrar.kl.^5<BxTxH) 

VorvokuumpumpsySteme mil 
Lormschullhaubc 
W5 2, WS 4. 5 (B x T x H) je 

Kiihlcnlage (BxTx M) 

Mindetf-Bodenhelcstba rteit 
Vokuumkammcrn 
Scfcalt&chranke 

McdTen 

- Kiihlwflssar 

Druck 

Eiogqngatemp&rotur 

Bedorf 
AnschluB 

- Warmwasser 

Druck 

Ternperelur 

- El&ktnjrersorgimg 
3N5L5Q H*360/2SDV ± 5% 

ArtsdiluBwcrt 
Lcls-tungsoufnahme 

- ArbcftsyuiC 
Argon Druek 

AnsdlluS 

Flflssig- 

sfldtitoff Bedorf 
D rude I Lift Dnidc 

Ansthlu8 

Ga&tyrmigcr 
Sticktfoff Qedarf 

Anschloft 

KlimofpfderMngim 

Dnsatiklcisse rtoch TGL9200, BL3; 
+1S/+3S/+35/60//1 101 
TGL 9200/03 
Schutzgrad IPSO 



ftOOO mm 
5 ZOO mm 
2200 mm 



BOOx BOO 3i 2170 mm J 

1020 x 1435 x 1 1C0 mrt 4 
1900 x 400 x 875 mm* 
6100 kg 

1 000 fcp m" 2 
750 Vp m~ 2 



3X1 h" 1 



0.15 MPc, 
,(40. ..60) 



..0,5 MPci 

■c 



. mo*. 160 A 
max. 90 kVA unsym« 

ma*" 10 kPa 
fOlh" 1 
NW4 

61b- 1 

{0.6 ± 0,05) MPq 

v*- 

NW7 



Produktmlot 

Di« ProduktiWtat tsl 
verfahrenJabhangig, 
Verfugbafkeit der Anlag* Vd S 85 % 

ffeispieta: 

1. Kergrrtikfldieiben (3 8 mm. 

Taktzdit 
ProduktiWr^t 

2, Keramrkfliichenfolien. 
kondc nig tore r> 
Zwetech left t system 
Toktwit 
ProdulrtivitSt 

Pa letienlncin 5 po rtg ftich wind igk«i I 

Enddrudc der Vakuumkqmmcfn 
VKAI...3 

(Kuhlung mlt Flutslgstidcstotf) 

Plasmolron-Sputterquellcn PPS-25 R 
MaklmoM&tstung 
Targetmateriol I.Schicht 
Z.Sdif*t 
SdiloVdidcftngteidimaGigkeit 
ouf PalGttO 4^0 x 4H> mm* 
Plasma troi*-Stromver*orgung PSV 25 
Lei stung 

Katodenspannimgen 



4,0Mlnuten' 
2 682 SldL pro Palette 

30 x 30 mm 3 , 

4,75 Minuten 
196 Stdc pro Poletto 

100 mm 5' 1 



p £ 4 • 10"* Pa 

25 fcW 
NiCr 60/20 
&Gi; CuNl 



25 kW 

0...-470/-520/-633/ 



Katadefltfram 



Ptnderungen 1m tnteresse des technischen portsaVillv 
vorbcholten. 




ForschungsihStitut 

Mortfred von Ardenne Dresden 

ZcppellfiilroBe 7 

8051 
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VEB ELEKTROMAT DRESDEN 

Betrieb des Komblnctes 

VEB Carl Zeiss JENA 

Carl-Z*iss-Str. 1 
Jena 
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